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leiterbauelements, das folgende Verfahrensschritte auf-

weist: \
— Bereitstellen einer Halbleiterscheibe (100) mit einer Vor-
derseite (101) und einer Riickseite (102) und mit unterhalb
der Vorderseite (101) angeordneten Bauelementstruktu- /
ren, 102
— Anbringen einer an der Vorderseite (101) anhaftenden

ersten Tragerscheibe (200) an der Halbleiterscheibe (100),

— Ablésen einer die Bauelementstrukturen umfassenden

Schicht (150) von der Halbleiterscheibe (100), wobei die

Schicht (150) an der ersten Tragerscheibe (200) anhaftet

und wobei nach dem Abldsen der Schicht (150) eine der

Vorderseite (101) gegenuberliegende Riickseite (103) der

Schicht (150) freiliegt,

— Anbringen einer an der Riickseite (103) der abgeltsten

Schicht (150) anhaftenden zweiten Tragerscheibe (300),

— Abldsen der ersten Tragerscheibe (200).
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Beschreibung

[0001] Die vorliegende Erfindung betrifft ein Verfah-
ren zur Herstellung eines Halbleiterbauelements, ins-
besondere ein Verfahren zur Herstellung eines verti-
kalen Halbleiterbauelements.

[0002] Vertikale Halbleiterbauelemente weisen
Kontaktanschliisse an einer Vorderseite und einer
der Vorderseite gegentiberliegenden Rickseite eines
Halbleiterkorpers, in dem das Halbleiterbauelement
realisiert ist, auf. Bei Anlegen einer geeigneten Span-
nung zwischen diesen Anschlusskontakten kann sich
ein stromleitender Pfad in vertikaler Richtung des Ub-
licherweise plattchenférmigen Halbleiterkérpers zwi-
schen der Vorderseite und der Riickseite ausbilden.
Die Dicke des Halbleiterkdrpers, also der Abstand
zwischen der Vorderseite und der Rickseite be-
stimmt dabei die elektrischen Eigenschaften des
Bauelements mafgeblich, wobei insbesondere der
Widerstand des Bauelements mit steigender Dicke
des Halbleiterkdrpers zunimmt. Derartige vertikale
Halbleiterbauelemente sind beispielsweise Dioden,
Thyristoren oder  Transistoren, insbesondere
MOS-Transistoren, wobei bei einer Diode der Ano-
den- und der Kathodenkontakt und bei einem
MOS-Transistor der Drain- und der Source-Kontakt
an gegenuberliegenden Flachen des Halbleiterkor-
pers angeordnet sind.

[0003] Der Realisierung von beliebig diinnen Halb-
leiterkérpern stehen Handhabungsprobleme wah-
rend der Herstellungsprozesse entgegen. Die Her-
stellung von Halbleiterbauelementen erfolgt auf Halb-
leiterscheiben, sogenannten Wafern, deren Flache
ein Vielfaches der Flache der spateren Bauelemente
betragt und auf denen mittels geeigneter Halbleiter-
prozesse eine Vielzahl gleichartiger Bauelemente ne-
beneinander realisiert werden, die nach Abschluss
der Halbleiterprozesse vereinzelt werden mussen.
Die Dicke des Wafers muss dabei so grol3 gewahlt
sein, dass der Wafer eine ausreichende Stabilitat auf-
weist, um wahrend des Herstellungsprozesses ge-
handhabt zu werden.

[0004] Ein Verfahren zur Herstellung von Halbleiter-
bauelementen in sehr dinnen Halbleiterplatt-
chen/Chips ist beispielsweise in der WO 00/19499
beschrieben.

[0005] Bei diesem Verfahren werden Halbleiterbau-
elemente durch geeignete Halbleiterprozesse im Be-
reich unterhalb einer Oberflache einer Halbleiter-
scheibe definiert. AnschlieRend wird eine dinne
Schicht, die an einer Tragerschicht anhaftet und die
spater zur Realisierung der Bauelemente verwendet
wird, von der Oberflache abgeldst. Die der Trager-
schicht abgewandte Oberflaiche der abgeldsten
Schicht bildet die Vorderseite der spateren Bauele-
mente. Das Abldsen der Halbleiterschicht erfolgt bei-
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spielsweise durch Implantation von H*-lonen in einen
Bereich der Halbleiterscheibe, in dem die Ablosefla-
che entstehen soll, und anschliefiendes Durchfiihren
eines Temperaturschrittes. Durch die lonenimplanta-
tion kommt es zu einer Amorphisierung und zu Strah-
lenschaden im Bereich der spateren Vorderseite, die
vor der Durchfiihrung der Prozessschritte zur Her-
stellung der Bauelemente ausgeheilt werden mus-
sen, um brauchbare Bauelementeigenschaften zu er-
zielen.

[0006] Das bekannte Verfahren eignet sich insbe-
sondere fir die Verwendung von Silizium als Halblei-
termaterial. Das Ausheilen von Strahlenschaden ist
bei der Verwendung von Siliziumkarbid als Halbleiter-
material nicht oder nur mit erheblichem Aufwand
moglich, so dass sich dieses Verfahren fur Prozesse
auf Basis von Siliziumkarbid nur bedingt eignet.

[0007] Die US 5,034,343 beschreibt ein Verfahren
zur Herstellung eines diunnen SOI-Substrats. Bei die-
sem Verfahren ist vorgesehen, eine Halbleiterschei-
be auf eine Tragerscheibe aufzubringen, die Halblei-
terscheibe anschlielend diinnzuschleifen, an ihrer
freiliegenden Oberflache zu oxidieren und auf die
Oxidschicht eine weitere Halbleiterscheibe aufzubrin-
gen, die anschlieRend in ihrer Dicke reduziert wird. In
dem verbleibenden Abschnitt dieser weiteren Halb-
leiterscheibe konnen dann Halbleiterbauelemente
realisiert werden. Die Tragerscheibe wird nach Ab-
schluss dieser Verfahrensschritte zur Realisierung
der Bauelementstrukturen entfernt.

[0008] Die EP 0 895 282 A2 beschreibt ein Verfah-
ren zur Herstellung eines SOI-Substrats bei dem eine
erste Substratanordnung, die eine einkristalline Halb-
leiterschicht umfasst, auf eine zweite Substratanord-
nung aufgebracht wird. AnschlieRend werden
Schichten der ersten Substratanordnung entfernt, bis
die einkristalline Halbleiterschicht freiliegt.

[0009] Die US 5,710,057 beschreibt ein weiteres
Verfahren zur Herstellung eines SOI-Substrats, bei
dem eine strukturierte Substratanordnung auf einen
Trager aufgebracht wird. Mittels eines Atzverfahrens
werden Abschnitte der strukturierten Substratanord-
nung anschlielend derart abgeldst, dass einzelne
Halbleiterabschnitte an dem Trager verbleiben.

[0010] Ziel der vorliegenden Erfindung ist es, ein
Verfahren zur Herstellung von Halbleiterbauelemen-
ten in sehr dinnen Halbleiterkdrpern, insbesondere
in Halbleiterkdrpern aus Siliziumkarbid zur Verfiigung
zu stellen.

[0011] Dieses Ziel wird durch ein Verfahren gemaf
den Merkmalen des Anspruchs 1 gelost.

[0012] Vorteilhafte Ausgestaltungen des Verfahrens
sind Gegenstand der Unteranspriche.
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[0013] Das erfindungsgemale Verfahren zur Her-
stellung eines Halbleiterbauelements sieht vor, eine
Halbleiterscheibe mit einer Vorderseite und einer
Ruckseite bereitzustellen. Diese Halbleiterscheibe
kann ein herkdémmlicher Wafer sein, der insbesonde-
re aus Siliziumkarbid bestehen kann. Aus dieser
Halbleiterscheibe kénnen eine Vielzahl von Bauele-
menten gefertigt werden, wobei die Halbleiterscheibe
zur Realisierung der aktiven Bereiche der Halbleiter-
bauelemente herkdmmlichen Halbleiterprozessen
unterzogen werden kann. Danach wird an der Vor-
derseite der Halbleiterscheibe bei dem erfindungsge-
maRen Verfahren eine dort anhaftende Tragerschei-
be, die vorzugsweise aus einem Halbleitermaterial
besteht, angebracht. Anschlief3end wird eine Schicht
von der Halbleiterscheibe abgeldst, wobei die abge-
I6ste Schicht die Bauelementstrukturen enthalt und
an der Tragerscheibe anhaftet und wobei nach dem
Abldsen der Schicht eine der Vorderseite gegeniiber-
liegende Ruckseite der Schicht freiliegt. Auf die frei-
liegende Ruckseite der Schicht wird dann eine an der
Ruckseite anhaftende zweite Tragerscheibe aufge-
bracht, die zur Stabilisierung der abgeldsten Schicht
dient, von deren Vorderseite die erste Tragerschicht
anschlielend abgeldst wird.

[0014] Nach dem Ablésen der ersten Tragerscheibe
liegt die Vorderseite der abgeldsten Schicht, die der
Vorderseite der urspringlichen Halbleiterscheibe
entspricht, frei und kann mit Kontakten zur Kontaktie-
rung der in der abgeldsten Schicht integrierten Baue-
lemente versehen werden.

[0015] Das Ablésen einer an der Tragerschicht an-
haftenden Schicht von der Oberflache der Halbleiter-
scheibe erfolgt beispielsweise durch die lonenimp-
lantation von H*-lonen Uber die Vorderseite in den
Halbleiterkdrper vor dem Aufbringen der ersten Tra-
gerscheibe. Die Uber die Energie der lonen einge-
stellte Implantationstiefe entspricht in etwa der Dicke
der spater von der Oberflache der Halbleiterscheibe
abgel6sten Schicht. Die implantierten lonen erzeu-
gen flachendeckend Kristallstérungen in der Halblei-
terscheibe, die bei einem anschlieend durchgefihr-
ten Temperaturschritt zu einem Abldsen der Schicht
fuhren, wobei die erste Tragerscheibe dann zur Sta-
bilisierung der abgeldsten Schicht dient, deren Dicke
abhangig von der Implantationstiefe weniger als 100
nm betragen kann.

[0016] Die nach dem Ablésen freiliegende Oberfla-
che der abgeldsten Schicht bildet die Rickseite, der
in der abgeldsten Schicht realisierten Bauelemente.
Die Ruckseitenkontaktierung bei Bauelementen wie
Transistoren, Thyristoren oder Dioden erfordert Uibli-
cherweise das Aufbringen einer elektrischen leiten-
den Kontaktschicht auf die Rickseite. Zur Vorberei-
tung des Aufbringens einer solchen Kontaktschicht
sieht eine Ausfihrungsform des Verfahrens vor, die
Ruckseite zur Beseitigung der amorphen Schicht
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bzw. der Schicht mit den starksten Strahlenschaden
mittels eines geeigneten Verfahrens, beispielsweise
mittels eines Trockenatzverfahrens, zu behandeln.

[0017] Anders als bei dem herkémmlichen Verfah-
ren, kann bei dem erfindungsgemalfen Verfahren auf
eine Ausheilung der an der freiliegenden Oberflache
der abgeldsten Schicht vorhandenen Implantations-
stérungen weitgehend verzichtet werden. Bei den be-
kannten Herstellungsverfahren bildet die nach dem
Ablésen der dinnen Kristallschicht freiliegende
Oberflache der Kristallschicht die Vorderseite der
spateren Bauelemente, die spater unterschiedlich
dotierte Bereiche fiir unterschiedliche Anschlusskon-
takte aufweisen kann. Eine Beseitigung von Strah-
lenschaden erfordert dabei die Durchflihrung eines
Ausheilverfahrens durch Aufheizen des Halbleiter-
korpers.

[0018] Bei dem erfindungsgemafen Verfahren bil-
det die freiliegende Oberflache der abgeldsten
Schicht die Rickseite der spateren Bauelemente, die
Ublicherweise einheitlich dotiert ist und bei der Strah-
lenschaden weniger stérend sind.

[0019] Um die diinne Kristallschicht gegen Zerbre-
chen bei den Bondprozessen, das heil3t bei dem spa-
teren Einbringen in ein Gehause und bei der Verdrah-
tung, zu schitzen und um die Vielzahl der in der
Halbleiterscheibe realisierten Halbleiterbauelemente
leicht vereinzeln zu kénnen, ist gemaf einer Ausfih-
rungsform des Verfahrens vorgesehen, vor dem Ab-
I6sen der Halbleiterschicht eine grabenférmige Struk-
tur in die Vorderseite einzubringen, die die Abmes-
sungen der spateren Bauelemente definiert. Die Gra-
ben werden dabei vorzugsweise so tief eingebracht,
dass sie bis unterhalb der spater abgelésten Schicht
reichen. Nach dem Abldsen haften dann eine Viel-
zahl von Halbleiterplattchen, die jeweils einem spate-
ren Bauelement entsprechen, nebeneinanderliegend
aber voneinander getrennt an der ersten Trager-
scheibe bzw. der zweiten Tragerscheibe an. Durch
das Trennen der Halbleiterplattchen wird zudem das
gesamte aus der dinnen Kristallschicht bestehende
Gebilde flexibler und gegen Bruch unempfindlicher.

[0020] Das Anbringen der ersten Tragerscheibe an
der Vorderseite erfolgt mittels einer Verbindungs-
schicht, die beispielsweise aus einem sogenannten
Spin-On-Glass besteht. Dieses Material wird in flissi-
gem Zustand auf die Vorderseite der Halbleiterschei-
be aufgeschleudert und verfestigt sich nach dem Auf-
bringen der ersten Tragerscheibe, um die Halbleiter-
scheibe und die erste Tragerscheibe zu verbinden.

[0021] Das Aufbringen der zweiten Tragerscheibe
umfasst vorzugsweise das Aufbringen einer elek-
trisch leitenden Schicht auf die Rickseite, das Auf-
bringen einer Verbindungsschicht oder einer Verbin-
dungsfolie auf die elektrisch leitende Folie und das
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Aufbringen der zweiten Tragerscheibe auf die Verbin-
dungsfolie oder die Verbindungsschicht.

[0022] Mit dem Abldésen der zweiten Tragerscheibe
wird dabei auch die Verbindungsschicht abgel6st,
wobei die elektrisch leitende Folie an der Rickseite
der abgel6sten Halbleiterschicht als Rickseitenkon-
takt der spateren Bauelemente verbleibt.

[0023] Aufdie Anordnung mit der Vielzahl von Halb-
leiterplattchen kann nach dem Ablésen der ersten
Tragerscheibe und dem Herstellen von Kontakten an
der Vorderseite in bekannter Weise eine Schutzfolie
aufgebracht werden. Weiterhin kann die Anordnung
nach dem Entfernen der zweiten Tragerscheibe in
bekannter Weise auf eine in einem Rahmen ver-
spannte Tragerfolie aufgebracht werden, um die Bau-
elemente anschlieBend, mittels herkdmmlicher Ver-
fahren zu vereinzeln und in Gehause zu verpacken.

[0024] Die Halbleiterscheibe, von der die Schicht
mit den Bauelementen abgeldst wurde, kann fir die
Herstellung weiterer Halbleiterbauelemente verwen-
det werden, wobei die Oberflache der verbleibenden
Halbleiterscheibe vor der Durchfihrung weiterer
Halbleiterprozesse zur Beseitigung von Unebenhei-
ten und Strahlenschaden behandelt, insbesondere
poliert oder geschliffen wird. Von der Halbleiterschei-
be koénnen aufeinanderfolgend so oft Halbleiter-
schichten abgeldst werden, bis die Halbleiterscheibe
so weit an Dicke abgenommen hat, dass sie instabil
und nicht mehr handhabbar ist. Nach dem Ablésen
einer Schicht und vor dem Abldésen der nachsten
Schicht ist ein Epitaxiverfahren zum Aufbringen einer
Halbleiterschicht durchfihrbar. Es ist auch denkbar,
zuerst eine vergleichsweise dicke Epitaxieschicht auf
die Halbleiterscheibe aufzubringen, wobei von der
Epitaxieschicht durch das erfindungsgemafe Verfah-
ren mehrere Halbleiterschichten nacheinander — und
unterbrochen durch Halbleiterprozesse zur Realisie-
rung von Bauelementstrukturen — abgeldst werden
kénnen.

[0025] Das erfindungsgemale Verfahren ermdg-
licht somit die Herstellung von sehr diinnen vertikalen
Halbleiterbauelementen, insbesondere aus Silizium-
karbid unter maximaler Ausnutzung des teuren Roh-
stoffes und unter Reduktion des elektrischen Serien-
widerstandes des Bauelements auf ein Minimum.

[0026] Die vorliegende Erfindung wird nachfolgend
in Ausfihrungsbeispielen anhand von Figuren ndher
erlautert werden. In den Figuren zeigt

[0027] Fig.1 eine Halbleiterscheibe in Seitenan-
sicht im Querschnitt zu Beginn des erfindungsgema-
Ren Verfahrens,

[0028] Fig. 2 die Halbleiterscheibe in Seitenansicht
im Querschnitt wahrend eines Implantationsprozes-
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ses zur Vorbereitung des Ablésens einer Halbleiter-
schicht,

[0029] Fig. 3 die Halbleiterscheibe in Seitenansicht
(Fig. 3a) und in Draufsicht (Fig. 3b) nach einer er-
folgten Strukturierung zur Vereinzelung der spateren
Bauelemente,

[0030] Fig. 4 die Halbleiterscheibe in Seitenansicht
im Querschnitt nach dem Aufbringen der ersten Tra-
gerscheibe,

[0031] Fig. 5 die erste Tragerscheibe mit einer ab-
geldsten Halbleiterschicht in Seitenansicht im Quer-
schnitt,

[0032] Fig.6 Anordnung mit der ersten Trager-
scheibe und der abgeldsten Halbleiterschicht, auf die
eine zweite Tragerscheibe aufgebracht ist,

[0033] Fig. 7 Anordnung gemal Fig. 6 nach dem
Ablésen der ersten Tragerscheibe,

[0034] Fig. 8 Anordnung gemal Fig.7 nach dem
Herstellen von Kontakten an der Vorderseite und
nach dem Aufbringen einer Schutzfolie,

[0035] Fig. 9 Anordnung gemal Fig.8 nach dem
Abloésen der zweiten Tragerscheibe und nach dem
Aufbringen der Anordnung auf eine Tragerfolie.

[0036] In den Figuren bezeichnen, sofern nicht an-
ders angegeben, gleiche Bezugszeichen gleiche Tei-
le und Bereiche mit gleicher Bedeutung.

[0037] FEig. 1 zeigt in Seitenansicht im Querschnitt
einen Ausschnitt einer Halbleiterscheibe bzw. eines
Wafers 100, der eine Vorderseite 101 und eine Riick-
seite 102 aufweist. Die Halbleiterscheibe 100 besteht
vorzugsweise aus Siliziumkarbid und wurde bereits
Halbleiterprozessen zur Herstellung von nicht naher
dargestellten Halbleiterbauelementen oder Bauele-
mentstrukturen unterhalb der Vorderseite 101 der
Halbleiterscheibe 100 unterzogen. Derartige Halblei-
terprozesse umfassen beispielsweise eine thermi-
sche Oxidation, jegliche Nieder- und Hochtempera-
turschritte, Lithographieschritte, lonenimplantation
oder andere Prozessschritte zur Realisierung von
Halbleiterbauelementen in einem Wafer. Eine Dicke d
dieser Halbleiterscheibe 100 ist so gewahlt, dass die
Halbleiterscheibe 100, deren Abmessungen in hori-
zontaler Richtung ein Vielfaches der Dicke d betra-
gen, eine ausreichende Stabilitdt aufweist, um wah-
rend der vorhergehenden Halbleiterprozesse ge-
handhabt zu werden.

[0038] Das erfindungsgemale Verfahren zur Her-
stellung besonders dinner Halbleiterbauelemente
sieht nun vor, eine Halbleiterschicht 150, welche die
aktiven Bereiche der durch die vorangegangen Halb-
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leiterprozesse definierten Halbleiterbauelemente ent-
halt, von der Halbleiterscheibe 100 abzulésen, wobei
diese Halbleiterschicht 150 an einer Tragerscheibe
200 anhaftet, wie im Ergebnis in Fig. 5 dargestellt ist.
Zur Vorbereitung des Abldsens der Halbleiterschicht
150 wird, wie in Fig. 2 veranschaulicht ist, eine Imp-
lantation von H*-lonen (ber die Vorderseite 101 in die
Halbleiterscheibe 100 durchgefiihrt. Die H*-lonen
dringen dabei in etwa bis in eine Tiefe d1 in die Halb-
leiterscheibe 100 ein, wobei diese Tiefe d1 im we-
sentlichen der Dicke der spater abgelésten Halblei-
terschicht 150 entspricht. Die Eindringtiefe der H*-lo-
nen hangt von der Implantationsenergie ab, wobei
diese Energie so hoch gewahlt ist, dass die lonen die
aktiven Bereiche der durch die vorhergehenden
Halbleiterprozesse definierten Halbleiterbauelemen-
te durchdringen, ohne in diesen Bereichen signifikan-
te Stérungen zu verursachen. Die H*-lonen rufen in
einem Bereich 105 unterhalb der Vorderseite 101 der
Halbleiterscheibe 100 ganzflachig Stérungen im Kris-
tallgitter der Halbleiterscheibe 100 hervor, die das
spatere Abldsen der Halbleiterschicht 150 ermdgli-
chen.

[0039] Die Tragerscheibe 200 wird, wie in Fig. 4
dargestellt ist, mittels einer Verbindungsschicht 210
an der Vorderseite 101 der Halbleiterscheibe 100 be-
festigt, wobei sich die Halbleiterschicht 150 in einem
anschlieBenden Temperaturschritt im Bereich 105
der implantierten lonen von der ubrigen Halbleiter-
scheibe 8st und uber die Verbindungsschicht 210 an
der ersten Tragerscheibe 200 anhaftet.

[0040] Wahrend der dem erfindungsgemafien Ver-
fahren vorangehenden Halbleiterprozesse werden in
der Halbleiterscheibe 100 eine Vielzahl gleichartiger
Halbleiterbauelemente realisiert, wobei die Bereiche
mit den einzelnen Halbleiterbauelementen voneinan-
der getrennt werden missen, um die Halbleiterplatt-
chen mit den aktiven Bereichen der Bauelemente in
herkdmmlicher Weise in Gehausen verpacken zu
kénnen. Um das Vereinzeln der Bauelemente zu er-
leichtern und um der abgeldsten diinnen Halbleiter-
schicht mehr Flexibilitat zu verleihen, ist geman einer
Ausfuhrungsform des erfindungsgemafen Verfah-
rens vorgesehen, vor dem Aufbringen der ersten Tra-
gerscheibe 200, das in Fig. 4 dargestellt ist, und dem
Ablésen der Halbleiterschicht 150, das in Fig. 5 dar-
gestellt ist, eine Strukturierung der Vorderseite 101
der Halbleiterscheibe 100 vorzunehmen, wie dies in
Fig. 3 dargestellt ist. Fig. 3 zeigt dabei die Halbleiter-
scheibe 100 in Seitenansicht im Querschnitt und
Fig. 3b zeigt die Halbleiterscheibe 100 in Draufsicht.
Die Strukturierung sieht vor, die Vorderseite 101 der
Halbleiterscheibe 100 in einzelne Halbleiterberei-
che/Chips 20, die jeweils die aktiven Bereiche eines
spateren Halbleiterbauelements enthalten, zu unter-
teilen. Dazu werden mittels geeigneter Verfahren,
beispielsweise mittels einer Lithographie und einer
trockenchemischen Atzung, Grében ausgehend von
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der Vorderseite 101 in den Halbleiterkdrper 100 ein-
gebracht, die die einzelnen aktiven Bereiche der spa-
teren Bauelemente bzw. Chips voneinander trennen.
Die Graben 21 erstrecken sich in der Tiefe vorzugs-
weise bis unterhalb der spater abgeldsten Halbleiter-
schicht 150.

[0041] Diese Strukturierung bewirkt, dass nach dem
Ablésen der Halbleiterschicht 150 die aktiven Berei-
che 20 der spateren Halbleiterbauelemente bereits
getrennt voneinander an der ersten Tragerscheibe
200 befestigt sind, wobei zwischen den Bereichen 20
und der Tragerscheibe 200 die Verbindungsschicht
210 angeordnet ist, die beim Befestigen der ersten
Tragerscheibe 200 an der Vorderseite 101 auch in die
Graben 21 eindringt.

[0042] Die Verbindungsschicht 210 ist vorzugswei-
se ein sogenanntes Spin-On-Glas, das im flissigen
Zustand auf die Vorderseite 101 aufgeschleudert
wird und die sich nach dem Aufbringen der ersten
Tragerscheibe 200 unter Bildung einer glasartigen
Substanz verfestigt.

[0043] Die Strukturierung der Halbleiterschicht 150
vor dem Abldsen tragt auch zur Stabilisierung der ab-
geldsten Halbleiterschicht bei. Die Anordnung mit
den abgeldsten, durch die Verbindungsschicht ver-
bundenen Halbleiterplattchen ist flexibler als es eine
derartige unstrukturierte Halbleiterschicht ware.

[0044] Die nach dem Abldsen der Halbleiterschicht
150 entgegengesetzt zu der ersten Tragerscheibe
200 freiliegende Oberflache 103 der Halbleiterschicht
150 bzw. der Chips 20 bildet die Riickseite der spate-
ren Halbleiterbauelemente. Auf diese Riickseite 103
wird eine Metallschicht 310 zur spateren Kontaktie-
rung der Bauelemente aufgebracht. Dazu wird ein
Metall zur Herstellung eines ohmschen Kontakts auf-
gebracht. Bei einer Ausfiihrungsform wird auf dieses
Metall eine Molybdanschicht, beispielsweise durch
eine Dampfabscheideverfahren oder durch ein Sput-
ter-Verfahren aufgebracht. Zur Verstarkung des Chi-
paufbaus wird auf diese Molybdanschicht eine Mo-
lybdanfolie mit einer Dicke von einigen 10 ym aufge-
bracht. Das aufgebrachte Metall, die Molybdans-
chicht und die Molybdanfolie bilden zusammen die
mit dem Bezugszeichen 310 bezeichnete Metall-
schicht.

[0045] Zur Stabilisierung der abgeldsten Halbleiter-
schicht 150 bzw. der Chips 20 und der Metallschicht
310 nach dem Entfernen der ersten Tragerscheibe
200 und der Verbindungsschicht 210 ist vorgesehen,
auf die Rickseite 103 eine zweite Tragerscheibe 300
aufzubringen. Zur Verbindung der Kontaktschicht
310 mit der zweiten Tragerscheibe 300 ist eine Ver-
bindungsschicht 320, beispielsweise eine Klebefolie
vorgesehen, an welcher die zweite Tragerscheibe
300 anhaftet.
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[0046] Die zweite Tragerscheibe, die vorzugsweise
ebenfalls aus einem Halbleitermaterial besteht, ver-
leiht der Anordnung mit den diinnen Halbleiterplatt-
chen 20 und der Kontaktschicht 310 eine ausreichen-
de Stabilitat, fur die nachsten Verfahrensschritte, de-
ren Ergebnis in Fig. 7 dargestellt ist und bei denen
unter anderem die erste Tragerscheibe 200 und die
Verbindungsschicht 210 von den Halbleiterplattchen
20 abgeldst werden. Die danach nach oben freilie-
genden Bereiche der Halbleiterplattchen 20 entspre-
chend den Vorderseiten der spateren Halbleiterbaue-
lemente und der urspringlichen Vorderseite 101 der
Halbleiterscheibe 100, unterhalb derer die aktiven
Bereiche der Halbleiterbauelemente realisiert sind.

[0047] In nachsten Verfahrensschritten, deren Er-
gebnis in Fig. 8 dargestellt ist, werden auf Vordersei-
ten 101 der Halbleiterplatichen 20 Kontakte 500 und
Passivierungen zur Kontaktierung der unterhalb der
Vorderseite 101 befindlichen aktiven Bereiche der
Halbleiterbauelemente aufgebracht. Anschliel3end
kann, wie ebenfalls in Fig. 8 dargestellt ist, eine
Schutzfolie 400 zum Schutz der Halbleiterbauele-
mente wahrend nachfolgender Verfahrensschritte,
insbesondere von Verfahrensschritten zur Vereinze-
lung der noch durch die Verbindungsschicht 310 zu-
sammenhangenden Bauelemente, oder zum Schutz
der Bauelemente wahrend des Transports aufge-
bracht werden.

[0048] Fig.9 zeigt die Anordnung gemaf Fig.8
nach weiteren Verfahrensschritten, bei welchen die
zweite Tragerscheibe 300 und die zweite Verbin-
dungsschicht 320 entfernt und die daraus resultieren-
de Anordnung in hinlanglich bekannter Weise auf
eine mechanisch stabilisierende Tragerfolie 330 auf-
gebracht wurde, die in bekannter Weise in einem
Rahmen verspannt werden kann, um die Bauele-
mente danach vereinzeln zu kénnen. Ein nicht ndher
dargestelltes Verfahren zur Vereinzelung der Bauele-
mente sieht beispielsweise vor, die einzelnen auf der
Verbindungsschicht 310 aufgebrachten Bauelemente
24 mittels einer Nadel anzuheben und anschlieRend
mittels einer Vakuumpipette abzuheben, wobei die
Schutzfolie 400 und die Tragerschicht 330 teilweise
zerstort wird. Ergebnis dieses Vereinzelungsschritts
24 ist ein Halbleiterbauelement 24, welches An-
schlusskontakte 500 an einer Vorderseite und einen
Kontakt an einer Rickseite aufweist, wobei die Dicke
des Halbleiterplattchens 20 des Bauelements abhan-
gig von der Dicke der abgeldsten Halbleiterschicht
150 im Bereich von weniger als 100 nm betragen
kann.

[0049] Die verbleibende Halbleiterscheibe, von wel-
cher die Halbleiterschicht 150 abgel6st wurde, kann
zur Realisierung von weiteren Halbleiterbauelemen-
ten durch ein Abldsen von weiteren Halbleiterschich-
ten nach Durchfiihrung von geeigneten Halbleiterpro-
zessen zur Definierung von Bauelementstrukturen
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verwendet werden.

Bezugszeichenliste

20 aktive Bereiche, Halbleiterplattchen
21 Graben
24 Halbleiterbauelement

100 Halbleiterscheibe

101 Vorderseite

102 Rickseite

105 Implantationsbereich

150 abgelOste Halbleiterschicht
200 erste Tragerscheibe

210 erste Verbindungsschicht
300 zweite Tragerscheibe
310 Rickseitenkontakt

320 Verbindungsschicht

330 Tragerfolie

400  Schutzfolie

500 Vorderseitenkontakt

Patentanspriiche

1. Verfahren zur Herstellung eines Halbleiterbau-
elements, das folgende Verfahrensschritte aufweist:
— Bereitstellen einer Halbleiterscheibe (100) mit einer
Vorderseite (101) und einer Rickseite (102) und mit
unterhalb der Vorderseite (101) angeordneten Baue-
lementstrukturen,

— Anbringen einer an der Vorderseite (101) anhaften-
den ersten Tragerscheibe (200) an der Halbleiter-
scheibe (100),

— Ablésen einer die Bauelementstrukturen umfassen-
den Schicht (150) von der Halbleiterscheibe (100),
wobei die Schicht (150) an der ersten Tragerscheibe
(200) anhaftet und wobei nach dem Ablésen der
Schicht (150) eine der Vorderseite (101) gegeniiber-
liegende Riickseite (103) der Schicht (150) freiliegt,
— Anbringen einer an der Rickseite (103) der abge-
I6sten Schicht (150) anhaftenden zweiten Trager-
scheibe (300),

— Ablésen der ersten Tragerscheibe (200).

2. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem nach dem
Ablésen der ersten Tragerscheibe Kontakte (500) an
der Vorderseite (101) hergestellt werden.

3. Verfahren nach Anspruch 1, bei dem die Halb-
leiterscheibe (100) aus Siliziumkarbid besteht.

4. Verfahren nach einem der Anspriiche 1 bis 3,
bei dem die Vorderseite (101) der Halbleiterscheibe
(100) vor dem Aufbringen der ersten Tragerscheibe
(200) zur Definition einzelner Bauelementbereiche
(20) strukturiert wird.

5. Verfahren nach Anspruch 4, bei dem die Struk-
turierung durch die Herstellung von Graben (22) er-
folgt, die in der Tiefe bis unterhalb der spateren Riick-
seite (103) der abzulésenden Schicht (150) reichen.
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6. Verfahren nach einem der vorangehenden An-
spriche, bei dem das Anbringen der ersten Trager-
scheibe (200) das Aufbringen einer Verbindungs-
schicht (210) auf die Vorderseite (100), die die Vor-
derseite (100) und die erste Tragerscheibe (200) ver-
bindet, umfasst.

7. Verfahren nach einem der Anspriche 5 oder 6,
bei dem die Verbindungsschicht (210) die Graben
(22) auffullt.

8. Verfahren nach einem der vorangehenden An-
spriche, bei dem nach dem Ablésen der Schicht
(150) eine Behandlung der Riickseite (103) zur Be-
seitigung einer amorphen Schicht durchgefiihrt wird.

9. Verfahren nach einem der vorangehenden An-
spriche, bei dem vor dem Anbringen der zweiten
Tragerscheibe (300) eine Metallschicht (310) auf die
Ruckseite aufgebracht wird, deren Herstellung fol-
gende Verfahrensschritte umfasst:

— Aufbringen eines Kontaktmetalls zur Herstellung ei-
nes ohmschen Kontakts auf die Rickseite (103),

— Aufbringen einer Verbindungsschicht, insbesonde-
re aus Molybdan auf das Kontaktmetall,

— Aufbringen einer Folie, insbesondere aus Molybdan
auf die Verbindungsschicht.

10. Verfahren nach Anspruch 9, bei dem eine
Verbindungsschicht (320) oder eine Verbindungsfolie
(320) auf die Metallschicht (310) zur Befestigung der
zweiten Tragerscheibe (300) aufgebracht wird.

11. Verfahren nach Anspruch 10, bei dem die
zweite Tragerscheibe (300) nach dem Ablésen der
ersten Tragerscheibe (200) abgeldst wird, wobei
beim Abldsen der zweiten Tragerscheibe (300) die
Verbindungsschicht (320) oder die Verbindungsfolie
(320) abgel6st wird und die elektrisch leitende Folie
(310) an der Ruickseite (103) verbleibt.

12. Verfahren nach Anspruch 11, bei dem auf die
elektrisch leitende Folie (310) eine Tragerfolie (330)
aufgebracht wird.

13. Verfahren nach einem der vorangehenden
Anspriche, bei dem nach dem Herstellen der Kon-
takte eine Schutzfolie auf die Vorderseite aufge-
bracht wird.

14. Verwendung eines Verfahrens nach den An-
sprichen 1 bis 13 zur Herstellung einer Diode, insbe-
sondere einer Varaktordiode.

Es folgen 4 Blatt Zeichnungen
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Anhangende Zeichnungen
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